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N impregnateddiffusion layers (1 to 6 and 1' to 

6') are formed in an epitaxial 

layer (8) that is located on a semiconductor 

substrate (11). P impregnated 

diffusion regions (7,7') are located on the 

surface of the element. Each of 

the multiple layers forms a varactor diode (A,B) 

that operate for hf tuning 

stages. Electrodes are mounted on the top 
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Varactordioden-Anordnung, bei der eine Epitaxial- 

schicht auf der einen Oberflache eines Halbleiter- 

substrates vorgesehen ist und bei der in der Epitaxial- 

schicht hyperabrupte PN-Uberg&nge an einer Vielzahl 

von Stellen mit Hilfe von Dif fusionsbereichen eines 

ersten LeitfShigkeits- bzw. Dotierungstyps und ande- 

ren Dif fusionsbereichen ausgebildet sind, die einen 

zweiten, zum ersten Leitf ahigkeitstyp entgegengesetz- 

ten Leitf ahigkeitstyp und eine hohere Verunreinigungs- 

bzw. Dotierungsmaterial-Konzentration als die Diffusions- 

bereiche des ersten Leitf ahigkeitstyps besitzen, da- 

durch gekennzeichnet , daft jeder der 

Dif fusionsbereiche des ersten Leitf ahigkeitstyps in 

alien hyperabrupten PN-Ubergangen die gleiche Anzahl 

von mehreren Dif fusionsschichten umfafit, die nachein- 

ander in Richtung der Dicke der Epitaxialschicht 

ausgebildet sind, und dafi die Kombination der Grund- 

rififlachen der mehreren Dif fusionsschichten des ersten 

Leitf Shigkeitstyps in wenigstens einem der hyperabrupten 

PN-Obergange von der Kombination vonGrundrifif lachen der 

mehreren Dif fusionsschichten des ersten Leitf ahig- 

ubrigen 

keitstyps in dem oder den/hyperabrupten PN-Obergangen 
verschieden ist. 
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Varactordioden~Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet , dafi die an der viel- 
zahl von SteLlen von den hyperabfupten PN-Ubergangen 
gebildeten Varactordioden dazu ausgebildet sind, ftir 
eine Hochf requenz-Abstimmschaltung und eine ErnpfSnger- 
oszillator-Schaltung Verwendung zu finden, daB die 
Grundriflebenen der mehreren Dif f usionsschichten, die 
den Dif fusionsbereich des ersten Leitf ahigkeitstyps. 
in der Varactordiode ftlr die Hochfreguenz-Abstimm- 
schaltung bilden, im wesent lichen dieselben sind, und 
daB die Grundrifcf ISchen der mehreren Dif fusionsschich- 
ten, die den Dif fusionsbereich vom ersten Leitf Shigkeits- 
typ in der Varactordiode fur die Empf &ngeroszillator- 
Schaltung bilden, entweder vollstSndig oder teilweise 
voneinander verschieden sind. 

Verfahren zur Herstellung einer Varactordioden-Anord- 
nung bei dem zumindest zwei hyper abrupte PN-tfbergange 
in einer auf der einen Oberfl&che eines Halbleiter sub- 
strates vorgesehenen Epitaxialschicht mit Hilfe von 
ersten Dif fusionsbereichen eines ersten LeitfShigkeits- 
typs und zweiten Dif fusionsbereichen ausgebildet wer- 

den, die einen zweiten Leitf Shigkeitstyp , der dem ersten 

die 

Leitf Shigkeitstyp entgegengesetzt ist, uncy eine hohere 
Verunreinigungskonzentration als die ersten Diffusions- 
bereiche besitzen, dadurch gekennzeich- 
net, daB zunSchst eine Diffusion mit einer Verun- 
reinigung des ersten Leitf Shigkeitstyps in die Epitaxial- 
schicht an einer Vielzahl von Stellen gleichzeitig und 
mehrere Male durchgef lihrt wird, wobei die Kombination 
der Plachen der Offnungen, durch die die jeweiligen 
Diffusionen hindurch durchgeftihrt werden, an einer 
der Vielzahl von Stellen anders ist, als die Kombination 
der Fl&chen der (jffnungen, durch die die entsprechen- 
den Diffusionen an der oder den anderen Stellen durch- 
gefiihrt werden, wodurch ein Dif fusionsbereich des 

130016/0668 
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ersten Leitf Shigkeitstyps an jeder der genannten 
Stellen vermittels der jeweiligen Diffusionen und 
warraebehandlungen erzeugt wird, und daB dann auf 
den Dif fusionsbereichen des ersten Leitf Shigkeits- 
typs Dif fusionsbereiche mit einer hSheren Verunrei- 
nigung skonzentr at ion und mit einem zweiten LeitfS- 
higkeitstyp, der dem ersten Leitf ahigkeitstyp ent- 
gegengesetzt 1st, ausgebildet werden, wodurcn^iiyper- 
abruptar PN-Obergang an jeder d-ieser Stellen erzeugt 
wird . 

. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , daB Varactordioden durch hyper- 
abrupte PN-tfbergMnge an der Vielzahl von Stellen 
gebildet werden, die dazu geeignet sind, ftlr eine 
Hochfrequenz-Abstimmschaltung und eine BmpfSnger- 
bzw, tfberlagerungsoszillator-Schaltung verwendet 
zu werden, dafi die tfffnungen, durch die hindurch die 
Diffusionen rait der Verunreinigung des ersten Leit- 
f Shigkeitstyps bezuglich der Varactordiode fiir die 
Hochf requenz-Abstimmschaltung durchgefuhrt werden , 
mit derselben Grundrifif l&che ausgebildet werden, und 
daB die Offnungen, durch die hindurch die Diffusionen 
mit der Verunreinigung des ersten Leitf&higkeitstyps 
bezuglich der Varactordiode fur die Empf Sngeroszilla- 
tor-Schaltung durchgefuhrt werden, beziiglich ihrer 
GrundriBf lachen entweder vollstandig Oder teilweise 
unterschiedlich ausgebildet werden. 
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Varactordioden-Anordnung 
fry : 

Die Erfindung betrifft eine Varactordioden-Anordnung, die 
so aufgebaut ist, daB die Kapazit&ts-Spannungs-Kennlinien 
dieser Anordnung sehr genau fur jeden Bereich der Kenn- 
linienkurven steuerbar bzw. einstellbar sind* 



In letzter Zeit wurden Varactordioden in elektronischen 
Abstinunschaltungen fiir Fernsehempf anger , AM-Radioempf anger 
usw, verwendet* Gem&0 dem Stand der Technik wlrd jedoch 
das technische Problem des Gleichlauf f ehlers (tracking 
error) nicht in zufriedenstellender Weise gelost. Die 
' Hochfrequenz-Abstimmschaltung eines AM-Rundf unkempf angers 

umfaflt bei spiel sweise einen Trimmerkondensator C1 und 
eine Varactordiode VC1 , wie dies in Fig. 1a dargestellt 
ist, und die Empfanger- bzw. Oberlagerungsoszillator- 
Schaltung eines solchen Rundf unkempf angers umfafit einen 
Trimmerkondensator C2, einen Padding-Kondensator bzw. 
Serientrimmer CP und eine Varactordiode VC2 , wie dies in 
Fig. 1b wiedergegeben ist. Die Varactordioden VC1 und VC2 r 
die dieselben KapazitSts-Spannungs-Kennlinien besitzen, 
werden als Paar eingesetzt. Theoretisch treten hierbei 
jedoch nur drei Frequenzpunkte auf , in denen ein Gleich- 
lauf erzielt werden kann; somit wird in anderen Frequenz- 
bereichen in unverme^^gi^ ^tf^sg g e £ n Gleichlauf fehler 
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bewirkt. Dartiber hinaus bewirkt das AusmaS dieses Gleich- 
lauffehlers, daB die Empf indlichkeit von einer Fre- 
guenz zur anderen verschieden ist. 

Demgegentlber 1st es ein Ziel der Erfindung, eine neue 

und verbesserte Varactordioden-Anordnung zu schaffen, 

die eine Vielzahl von Varactordioden unifaBt, die auf 

einem gemeinsamen Halbleitersubstrat untergebracht sind, 

wobei die Varactordioden-Anordnung- "so ausgebildet ist, 

daB die Kapazit&ts-Spannungs-Kennlinien der betreffenden 

Varactordioden relativ zueinander auf einfache Weise 

steuerbar bzw. einstellbar sind, so daB die fiir jede 

Varactordiode erf orderliche Kapazitats-Spannungs-Kenn- 

linie auf einfache Weise erreicht werden kann, was da- 
techni sche 

zu fiihrt, daB das/Problem des Gleichlauf f ehlers erfolg- 
reich geldst wird. 

Kurz gesagt ist gemaB der Erfindung eine Varactordioden- 
Anordnung vorgesehen, bei der eine Epitax^schicht auf 
die eine Oberfl&che eines Halbleitersubstrates aufgebracht 
ist j in der Epitaxi^fchicht sind hyperabrupte PN-tJbergSnge 
an einer Vielzahl von Stellen rait Hilfe von Diffusions- 
bereichen eines ersten Leitf ahigkeitstyps und anderen 
Dif fusionsbereichen ausgebildet, die einen zweiten dem 
ersten Leitf &higkeitstyp entgegengesetzten Leitf ahigke it s- 
typ und eine hShere Verunreinigungskonzentration besitzen,,- 
als die Dif fusionsbereiche des ersten Leitf ahigkeitstyps, 
wobei die Verb6sserung dadurch erreicht wird, daB jeder 
der Dif fusionsbereiche des ersten Leitf Ahigkeitstyps 
in alien hyperabrupten PN-Ubergangen eine gleiche An- 
zahl von mehreren Dif f usionsschichten umfaBt, die der 
Reihe nach in Richtung der Dicke bzw. der Tiefe der Epi- 
taxialschicht vorgetrieben sind, und daB die Kombination 
der GrundriSf l&chen der verschiedenen Dif fusionsschichten 
des ersten Leitf ahigkeitstyps in wenigstens einejn der 
hyperabrupten PN-tlbergMnge verschieden ist von der Kom- 
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bination von GrundriSf lachen der mehreren Diffusions- 
schichten des ersten Leitf Shigkeitstyps in dem Oder 
den ubrigen hyperabrupten PN^Obergangen. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausftih- 
rungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung be- 
schrieben; in dieser zeigt: 

Fig, 1 a und 1 b schematische Sch'altkreisdarstellungen 
einer Hochf requenz-Abstimmschaltung und einer 
Empfangs- bzw'. Uberlagerungsoszillatorschaltung / 
bei denen jeweils eine Varactordiode Verwen- 
dung findet, 

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht , die eine 
Varactordioden-Anordnung nach einer erfin- 
dungsgemaBen Ausfiihrungsform wiedergibt und 

Fig, 3 ein die Kapazitats-Spannungs-Kennlinien der 
Varactordioden-Anordnung gem&B der Erf indung 
wiedergebendes Diagramm, 

Die Erf indung wird beispielsweise unter Bezugnahme auf 
eine Varactordioden-Anordnung gemaB der Erfindung er- 
lSutert, bei der Varactordioden vorgesehen sind, die 
dazu verwendet werden, die Hochfrequenz-Abstimmschaltung 
und die Empf angeroszillator-Schaltung eines auf einem 
Mittelwellenband arbeitenden AM-Radio empf angers zu bil- 
den. 

In Fig. 2 ist in einer schematischen Schnittansicht eine 
erf indungsgemSBe Varactordioden-Anordnung mit den GrSBen 
der Offnungen dargestellt, die dazu verwendet werden , 
bei der Herstellung dieser Anordnung die Diffusionen 
durchzufiihren. Mit den Bezugszeichen 1 bis 6 und 1 1 bis 6 1 
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sind N-dotierte Dif fusionsschichten bezeichnet, die 
in einer Epitaxialschicht 8 jeweils auf einem Halb- 
leiter-Substrat 11 vorgesehen sind. Mit den Be2ugs- 
zeichen 7 und 7 1 sind P-dotierte Dif fusionsbereiche 
gekennzeichnet. Die Dif fusionsschichten 1 bis 6 und 
1 1 bis 6 1 werden nacheinander in der Reihenfolge ihrer 
Numerierung in die Tiefe der Epitaxialschicht 8 hinein 
ausgebildet und bilden N-dotierte Dif fusionsbereiche 
9 bzw. 10. Die verschiedenen Dif fusionsschichten , die 
gemeinsam den Dif fusionsbereich 9 bilden, besitzen alle 
von der Oberf lache der' Epitaxieschicht 8 her gesehen 
unterschiedliche ebene Flachen bzw. GrundriBf IMchen. 

In Fig* 2 sind auf der linken Seite der von einem Kreis 
umgebenen Bezugszeichen 1 bis 6 die Langen einer Seite 
der jeweiligen quadratischen Offnung wiedergegeben, die 
in einem nichtdargestellten Isolatorf ilm gebildet wird 
und die dazu dient, zur Bildung der jeweiligen Diffusions- 
schicht verwendet zu werden. Auf der anderen Seite haben 
die mehreren Dif fusionsschichten, die gemeinsam den 
Diffusionsbereich 10 bilden, alle die gleiche 

GrundriBf lache und werden durch die Verwendung von Off- 
nungen gebildet, die dieselben Abmessungen besitzen. 
Ein hyperabrupter PN-Ubergang wird durch die Diffusions- 
bereiche 7 und 9 gebildet und ein anderer hyperabrupter 
PN-tlbergang wird von den Dif fusionsbereichen 7' und 10' 
gebildet. Der von den Dif fusionsbereichen 7 und 9 ge- 
bildete hyperabrupte PN-tlbergang bildet eine Varactor- 
diode B, die ftir den Erapf Singer- bzw. Oberlagerungsoszil- 
lator verwendet wird, und der hyperabrupte PN-l)bergang, 
der von den Dif fusionsbereichen 7' und 10 gebildet wird, 
ergibt eine Varactordiode A, die fur die Hochf requenz- 
Abstimmschaltung Verwendung findet. Auf den Dif fusions- 
bereichen 7 und 7 1 und dem Halbleitersubstrat 11 vorge- 
sehene Elektroden sind in Fig. 2 nicht dargestellt. 

130018/0868 
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Es wird nun ein Beispiel ftir ein Verfahren zur Her- 
stellung einer Varactordioden-Anordnung mit dem eben 
beschriebenen Aufbau erlautert. 

Zun&chst wird auf die Oberflache eines N-dotierten 
Halbleitersubstrats rait einem spezifischen Widerstand 
von 0,015 Hem Oder weniger und einer hohen Verunrei- 
nigungskonzentration eine Epitaxieschicht 8 vom selben 
Leitf Hhigkeits- bzw. Dotierungstyp^mit einem spezifi- 
schen Widerstand von ungef ahr 1 5 JUL cm und einer Dicke 
von 9 yU durch ein allgemein bekanntes Verfahren auf- 
gebracht. Hierauf werden auf der Oberflache der Epitaxie- 
schicht 8 Stellen ausgewahlt, an denen die Varactor- 
dioden ausgebildet werden sollen r die ftir eine Verwendung 
ftir die Hochf requenz-Abstimmschaltung und den Oberlage- 
rungsoszillator vorgesehen sind, und hierauf wird eine 
Diffusion durchgeftihrt , urn die Dif fusions schichten 1 
und 1" zu erzeugen. In diesem Fall werden, wie in Fig. 2 
dargestellt, zwei Offnungen in einem nichtdargestellten 
Silicium-Dioxid-Film ausgebildet; es handelt sich dabei 
urn eine quadratische Offnung mit einer Seitenl&nge von 
870^u ftir die Dif fusionsschicht 1 und eine quadratische 
Sf fnung mit einer Seitenlange von 970 ^u ftir die Diffusions- 
schicht 1 1 . Nachdem die erste Diffusion durchgef (ihrt wor- 
den 1st, werden Offnungen ausgebildet, die Abmessungen 
haben, die von denen der Offnungen ftir die erste Diffu- 
sion verschieden sind; auf diese Weise werden der Reihe 
nach die zweite bis sechste Diffusion durchgef iihrt , wo- 
bei jede dieser Diffusionen nach einem Ionenimplantations- 
verfahren erfblgt. Die Dosierungsmenge, die Beschleuni- 
gungsspannung, die W&rmebehand lungs -Temper a tur und die 
Zeit ftir die Redif fusion sind in Tabelle 1 dargestellt. 
Als Verunreinigung bzw. Dotierungsmaterial wird ent- 
weder Phosphor oder Arsen verwendet. 
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Auf diese Weise werden die verschiedenen Diffusions- 
schichten, die die Dif fusionsbereiche 9 und 10 bilden, 
der Reihe nach durch die entsprechenden Diffusionen 
erzeugt und die Ausbildung wird nit der sechsten Diffu- 
sion beendet. Es sei insbesondere darauf hingewie- 
sen, daB die den Dif f usionsbereich 10 bildenden Diffu- 
sionsschichten sich beztlglich der GrundriBf lSche von 
den verschiedenen Dif f usionsschichten uriterscheiden, 
die den Dif fusionsbereich 9 bilden„ In dent Fall des in 
Fig. 2 dargestellten Beispieles sind alle den Diffusions- 
bereich 10 bildenden Dif f usionsschichten so geformt, daB 
sie dieselbe GrundriBf l&che besitzen, wobei Offnungen 
mit denselben Abmessungen verwendet werden, und die Ab- 
messungen derjenigen Offnungen, die dazu verwendet wer- 
den, den Dif fusionsbereich 9 zu erzeugen, werden von 
Diffusion zu Diffusion ge&ndert. Genauer gesagt wird der 
Dif fusionsbereich 9 durch Diffusionen erzeugt, die durch 
Offnungen hindurch erfolgen, die eine Seitenlange von 
870 jU, 1025 ^u, 950 ^u, 1025^,u, 755 ^u und 1035 ^u bei 
der ersten bis sechsten Diffusion besitzen, w&hrend der 
Dif fusionsbereich 10 durch Diffusionen erzeugt wird, 
die durch Offnungen hindurch erfolgen, die von der ersten 
bis zur sechsten Diffusion immer die gleiche SeitenlSnge 
von 970 ^u aufweisen. Nachdem die N-dotierten Dif fusions- 
bereiche 9 und 10 erzeugt worden sind, wird Bor als Ver- 
unreinigung des entgegengesetzten Leitf Shigkeitstyps 
in die Epitaxieschicht 8 Uber einen FlSchenbereich hin- 
weg durch Ionen implantation eindif f undiert , der grofier 
1st, als die FISchenbereiche der Dif fusionsbereiche 9 
und 10, wodurch die P-dotierten Dif fusionsbereiche 7 
und 7' gleichzeitig ausgebildet werden, die jeweils 
eine Dicke von ungefSht 0,5 ^u besitzen. Zum AbschluB 
werden Elektroden auf der OberflSche des Halbleiter- 
substrates, die der die Epitaxieschicht 8 aufweisenden 
Oberflache gegeniiberliegt , und auf den Dif f usionsberei- 
chen7 und 7' angebracht. Obwohl bei der vorausgehend 
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beschriebenen Ausftihrungsform die als Masken fiir lonen- 
implantation verwendeten Isolationsmaterialfilme aus 
Siliciumdioxid bestanden, ist es auch mQglich", diese 
Pllme aus Siliciumnitrit, Aluminium Oder dergleichen 
herzustellen. Es ist auch mBglich, da8 Resist-Filme 
in einera vorgegebenen Muster auf den Isolationsfil- 
men vorgesehen werden, so dafi die Diffusionen durch 
die Isolationsfilme hindurch ausgefuhrt werden. 

In Fig, 3 ist das VerhSltnis zwischen den Kapazitats- 
Spannungs-Kennlinien der so gebildeten Varactordioden 
A und B dargestellt, die fiir die Hochfrequenz-Abstimm- 
schaltung und den Oberlagerungsoszillator Verwendung 
finden. 

In Fig, 3 stellt A1 die Kurve fiir die Varactordiode A 
dar, die fiir die Hochfrequenz-Abstimmschaltung Verwen- 
dung findet, wShrend B1 die Kurve fur die Varactordiode 
B wiedergibt, die bei dem Oberlagerungsoszillator zum 
Einsatz kommt. Wie man der Fig. 3 entnimmt, existiert 
ein Bereich unterhalb einer Spannung V1 , in welchem die 
Kapazitats-Spannungs-Kennlinien Kurve B1 oberhalb der • 
KapazitSts-Spannungs-Kennlinien Kurve A1 verlauft, ein 
Bereich zwischen der Spannung V1 und der Spannung V2, 
in welchem die Kurve B1 unterhalb der Kurve A1 verlauft, 
ein Bereich zwischen den Spannungen V2 und V3, in welchem 
die Kurve B1 wieder oberhalb der Kurve A1 verlauft und 
schlieBllch einen Bereich oberhalb der Spannung V3, in 
welchem die Kurve B1 wieder unterhalb der Kurve A1 ver- 
lauft, Es sei darauf hingewiesen, daB es aufgrund der 
Tatsache, dafi die vielen Diffusionsschichten, die den 
Diffusionsbereich 9 bilden, voneinander verschiedene 
GrundrlBfl&chen besitzen, mdglich ist, das Verhaltnis 
der KapazitSts-Spannungs-Kennlinie B1 beziiglich der als 
Referenz dienenden Kapazitats-Spannungs-Kennlinie A1 auf 
so komplexe Weise zu variieren. 
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Wie sich aus der vorausgehenden Beschreibung ergibt, 
werden bei der Varactordioden-Anordnung gemaS der 
vorausgehend beschriebenen erf indungsgemSGen Ausftfh- 
rungsform die verschiedenen Dif f usionsschichten, die 
den N-dotierten Dif fusionsbereich 10 am hyperabrupten 
PN-Ubergang der fttr die Hochfrequenz-Abstimmschaltung 
verwendeten Varactordiode A bilden, so ausgefuhrt, daB 
sie dieselbe Grundrifif lSche besitzen, wShrend die ver- 
schiedenen Dif f usionsschichten, d\£ den Dif fusionsbe- 
reich 9 am hyperabrupten PN-tlbergang der f\ir den Uber- 
lagerungsoszillator Verwendung findenden Varactordiode 
B bilden, so ausgefiihrt werden, daB sie verschiedene 
GrundriBf lSchen besitzen. Somit kann trotz der relativen 
Komplexitat der Kapazitats-Spannungs-Kennlinie einer 
der Varactordioden der Gleichlauf fehler (tracking error) 
auf einfache Weise dadurch vermieden werden, daB man 
zuvor die KapazitSts-Spannungs-Kennlinien der ftir die 
Hochf requenz-Abstimmschaltung und den Uberlagerungs- 
Oszillator zu verwendenden Varactordioden so festlegt, 
daB dieser Gleichlauf fehler verhindert bzw. vermieden 
wird. 

Bei der oben beschriebenen Ausftihrungsform kann der 
Gleichlauf fehler so klein gemacht werden r daB er nur 
ein kHz oder weniger iiber das gesamte Mittelwellenband 
hinweg betrSgt. 

Gem&fi der Erfindung umfassen die Dif f usionsbereiche 9 
und 10 eine gleiche Anzahl von Dif f usionsschichten und 
somit werden die Varactordioden A und B gleichzeitig 
ausgebildet. Somit ist es nicht erf orderlich, den Teil, 
auf dem die eine der beiden Varactordioden A oder B aus- 
gebildet wird, wMhrend der Ausbildung der anderen Varac- 
tordiode B oder A abzudecken. Auch ist es nicht erf order- 
lich, die Dosierungsmenge, die Beschleunigungsspannung 
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oder die Anzahl von Diffusionen zwischen denjenigen 
Dif fusionsschichten, die den Dif fusionsbereich 9 bil- 
den, und den Dif fusionsschichten verschieden zu raachen, 
die den Dif fusionsbereich 10 bilden, um eine gewtinschte 
Kapazitats-Spannungs-Kennlinie ftir die Varactordiode B 
beztiglich der als Referenz dienenden KapazitMts-Spannungs- 
Kennlinie der Varactordiode A zu erhalten. Es ist ledig- 
lich erforderlich, daB sich die verschiedenen Diffusions- 
schichten voneinander beztiglich ihrer Grundri3f l&che un-' 
terscheiden. Es sei darauf hingewiesen, daB die relati- . 
ven KapazitHts-Spannungs-Kennlinien, der gleichzeitig 
auf eineni gemeinsamen Halbleitersubstrat unter denselben 
Dif fusionsbedingungen gebildeten Varactordioden . auf ein- 
fache Weise gesteuert bzw. kontrolliert werden kSnnen. 
In dera Pall, in welchem die Varactordioden denselben 
Aufbau besitzen, kann ohne weiteres erreicht werden, 
dafi ihre Kapazitats-Spannungs-Kennlinien miteinander 
tibereinstimmen, und selbst in dera Fall, in dem sich die 
Varactordioden beztiglich ihres Aufbaues voneinander un- 
ter scheiden, kann eine genaue Steuerung bzw. Einstellung 
dieser Kennlinien auf einfache Weise erreicht werden. 

Mit den herkSmmlichen Techniken war es unmdglich, den 
Gleichlauf f ehler iiber einen groBen Frequenzbereich hin- 
weg zu reduzieren, da eine Vielzahl von Varactordioden 
verwendet wurde, die identische KapazitSts-Spannungs- 
Kennlinien besaBen und sich auf einem gemeinsamen Halb- 
leitersubstrat befanden. Im Gegensatz hierzu ist es 
mit einer erf indungsgemSBen Varactordioden-Anordnung , 
bei der unterschiedliche Kapazit&ts-Spannungs-Kennlinien 
besitzende Varactordioden auf einem gemeinsamen Halb- 
leitersubstrat gleichzeitig ausgebildet werden, mtfglich, 
den Gleichlauf fehler iiber einen groBen Frequenzbereich 
hinweg auf einen Minirnalwert herabzudrucken . 
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Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf ein spezielles 
AusfUhrungsbei spiel beschrieben wurde, ist klar, dafi 
die Erfindung in keiner Weise hierauf beschrShkt ist, 
sondern in den verschiedensten technischen Bereichen 
eine starke Verwendung finden kann. GemaB der Erfin- 
dung ist es moglich, eine genauere Kontrolle dadurch 
zu erhalten, daS man die Anzahl der verschiedenen 
Dif fusionsschichten erh6ht. Es ist auch moglich, die 
Anzahl der verschiedenen Dif fusior\sschichten zu verrin- 
gern. Die Anzahl der verschiedenen Dif fusionsschichten 
und die Dif fusionsbedingungen sollten auch in Abh&ngig- 
keit von den Schaltungskonstanten, der Hochfrequenz- 
Abstinimschaltung und der Oberlagerungsosz ilia tor- 
Schaltung verSndert werden. Bei dem vorausgehend be- 
schriebenen Ausf (ihrungsbeispiel waren die verschiedenen 
Dif fusionsschichten, die den Dif f usionsbereich 9 der 
flir den Uberlagerungs-Oszillator Verwendung findenden 
Varactordiode B voneinander beztiglich ihrer Grundrifi- 
flSche unter schiedlich ausgebildet worden; dies kann 
auch flir die Dif fusionsschichten vorgesehen werden, die 
den Dif f usionsbereich 10 der Varactordiode A ftir die 
Hochf requenz-Abstimmschaltung bilden. Die unterschied- 
liche Ausgestaltung der verschiedenen Dif fusionsschich- 
ten hinsichtlich ihrer Grundriflf l&che kann entweder 
flir alle Dif fusionsschichten oder nur flir einen Teil 
von ihnen vorgesehen werden. Es ist auch mSglich, daB 
sowohl die Grundrifif l&chen der verschiedenen Diffusions- 
schichten, die den Dif f usionsbereich 9 bilden, als auch 
die Grundriflf lachen der verschiedenen Dif fusionsschich- 
ten, die den Dif f usionsbereich 10 bilden, unter schied- 
lich gemacht werden. 

Genauer gesagt wird es dann , wenn die Kapazitats-Spannungs- 
Kennlinie der als Referenz verwendeten Varactordiode A 
noch komplexer wird, erforderlich, dafi die GrundrififlM- 
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chen der verschiedenen Dif fusionsschichten des Diffu- 
sionsbereiches 10 ebenfalls voneinander verschieden 
sind, wie dies beim Dif fusionsbereich 9 der Fall ist. 

GeniSB der Erflndung kann sogar In dem Pall, in welchem 
die Varactordioden A und B komplexe Kennlinien aufwei- 
sen f die Kapazitats-Spannungs-Kennlinie der einen Varac- 
tordiode bezttglich der Kapazitats-Spannungs-Kennlinie 
der als Referenz dienenden anderen- Varactordiode dadurch 
gesteuert bzw. eingestellt werden, das die Kombinationen 
von Grundrifif ISchen der verschiedenen Dif fusionsschich- 
ten ge&ndert werden, die die Dif f usionsbereiche 9 und 
10 bilden. 

Auch ist es mSglich, den P-dotierten Dif fusionsbereich 
durch verschiedene Dif fusionsschichten zu bilden, die 
unterschiedliche GrundriSf lachen besitzen. 

Weiterhin kann die Erf indung nicht nur dazu verwendet 
werden, das Problem des Gleichlauf f ehlers zu ISsen; die 
erf indungsgemSBe Vorrichtung kann auch so ausgebildet 
werden, da/S sie zwei oder mehr Varactordioden umfafit, 
deren KapazitMts-Spannungs-Kennlinien sich voneinander 
in relativ komplexer Weise unterscheiden. 

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dafl Fig. 3 lediglich 
ein Beispiel von Kapazitats-Spannungs-Kennlinien wieder- 
gibt, das zur Verringerung des Gleichlauf f ehlers geeig- 
net ist. 

Somit schafft die Erf indung eine Varactordioden-Anordnung , 
die wenigstens zwei hyperabrupte PN-Obergange umfaBt, 
sowie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Vor- 
richtung, wobei die Kornbination der Grundrifcf l&chen von 
mehreren Dif fusionsschichten in wenigstens einem der 
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hyperabrupten Uberg^nge sich unterscheidet von der 
Kombination von Grundrifif lMchen von mehreren Diffusions- 
schichten in dem anderen hyperabrupten PN*-t)bergang 
Oder den anderen hyperabrupten PN-ObergSngen. 
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